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摘要(译)

本发明的薄膜晶体管的制造方法包括以下步骤：（i）形成电极形成区
域，其中通过施加电极原料的液滴形成源电极和漏电极，（ii）应用在位
于半导体层的形成区域和电极形成区域中的滴落位置上的电极原料液
滴，和（iii）在电极形成区域中形成源电极和漏电极。利用这种布置，在
通过施加电极原料的液滴形成源电极和漏电极时，可以可靠地防止溅射
液滴粘附在每个电极之间的通道部分上。
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